MII112

Typ tranzystora: tranzystor krzemowy
Firma: ZSRR
Wykonanie: tranzystor krzemowy stopowy n-p-n

malej mocy m.cz., w hermetycznej obudowie me-
talowej

Zastosowanie: uklady wzmacniajace w urzadze-
niach powszechnego uzytku

Typy podobne: 2N470/471

Rys. 1-1407. MII112

Warto$ci charakterystyczne

ICBO 3 HA przy UC =5V
Izpo 3 wA | przy Ug =5V
Ucgo 10 v
hyop 2 uS |przy Us=5V, Iy =1mA, f=1 kHz
hiap 3 1073 | przy Uo =5V, Iy =1 mA, f=1 kHz
b1, 1545 przy Us=5V, Iy =1 mA, f=1 kHz
Sh21p 0,5 MHz | przy Uc =5V, Iy =1 mA
C: 170 pF | przy Us =5V, f= 500 kHz
Wartosci graniczne
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Rys. 1-1408. Charakterystyki statyczne
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Rys. 1-1409. Zalezno$¢ parametréw h od Rys. 1-1410. Zalezno$¢ parametrow £ od
temperatury; otoczenia pradu emitera
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Rys. 1-1411. Zalezno$¢ znormalizowanego Rys. 1-1412. Zalezno$¢ znormalizowanego
pradu kolektora od temperatury otoczenia napiecia przebicia kolektora od rezystancji
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